
650V/1A 碳化硅肖特基功率二极管

产品特性

• 正温度系数，易于并联使用

• 不受温度影响的开关特性

• 最高工作温度 150℃

• 零反向恢复电流

• 零正向恢复电压

产品优点

• 提高系统效率

• 系统可靠性高

• 最优性价比

• 降低系统对散热片的依赖

• 增加系统功率密度

• 并联器件中没有热崩溃

• 实现极快的切换

应用领域

• 开关模式电源(SMPS)，功率因数校正(PFC)
• 高电压传感，太阳能逆变器，电动汽车，

高频率转换器，电池充电器，辅助电源，

反并联/续流二极管，LED 和 HID 照明
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产品概览

VRRM 650 V

IF, Tc≤104℃ 1 A

QC 3.6 nC

产品型号 封装形式 打标

G51XT SOD123 G51XT

G51XT

产品规格书
V2020.A.0
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额定值

热特性
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参数 标识 测试条件 数值 单位

反向重复峰值电压 VRRM 650 V
反向浪涌峰值电压 VRSM 650 V
反向直流电压 VDC 650 V

正向平均电流 IF
TC=25℃
TC=104℃
TC=125℃

1.84
1

0.65
A

正向重复峰值电流 IFRM
TC=25℃, tp=10ms ， Half Sine
Wave，D=0.3

5 A

正向不重复峰值电流 IFSM
TC=25℃, tp=10ms ， Half Sine
Wave

18 A

耗散功率 PTOT
TC=25℃ 3.8 W
TC=110℃ 1.2 W

工作温度 Tj
-55℃ to 150℃

℃

贮藏温度 Tstg
-55℃ to 150℃

℃

参数 标识 测试条件 数值 单位

典型值

结到管壳的热阻 Rth JC 32.74 ℃/W
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电学特性，无特殊说明时结温 Tj=25℃

性能曲线图

1) 典型正向特性 2)典型反向特性

IF=f(VF)，结温 Tj 为参数 IR=f(VR)，结温 Tj为参数
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参数 标识 测试条件
数值

单位
典型值 最大值

正向压降 VF
IF=1A, Tj=25℃ 1.38 1.6

V
IF=1A, Tj=150℃ 1.57 2

反向电流 IR
VR=650V, Tj=25℃ 0.07 50

µA
VR=650V, Tj=150℃ 0.2 100

总存储电荷 QC

VR=400V, Tj=150℃

dVVCQc
VR

)(
0

3.6 - nC

总电容 C
VR=0V, Tj=25℃, f=1MHZ 57.5 60

pFVR=200V, Tj=25℃, f=1MHZ 7.18 10
VR=400V, Tj=25℃, f=1MHZ 7 8
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3) 不同负载下的电流（Current Derating） 4)典型电容-反向电压曲线

（10%，30%，50%，70%，DC）

封装形式：SOD123
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